Comparativa Técnica de MOSFET de Potencia 200 V

IRFP250 (Harris Semiconductor) - IRFP250N (International Rectifier, 5.2 gen.) - STW33N20
(5GS-Thomson)

1. Dispositivos analizados

Se comparan tres MOSFET de potencia canal N, modo enriquecimiento, clase 200 V, estructura vertical
(VDMOS), encapsulado TO-247. Aunque los tres compiten en el mismo casillero comercial, provienen de
tres linajes de silicio completamente distintos, |o que explica sus diferencias de comportamiento:

a) IRFP250 - Harris Semiconductor. Segunda fuente del IRFP250 con die propio: Harris absorbié en
1988 la divisién de estado sélido de RCA, y su IRFP250 deriva del tipo experimental RCA TA9295 (asi
consta en su datasheet: "Formerly developmental type TA9295"). No es un die HEXFET de IR sino un
disefio RCA/Harris independiente, con tecnologia de compuerta robusta y clasificacion de energia de
avalancha garantizada. Linea que luego pasoé a Intersil y Fairchild.

b) IRFP250N - International Rectifier. Redisefio "N" de fines de los 90 sobre HEXFET de 5.2
generacion: proceso avanzado que logra la menor resistencia por unidad de area de silicio de su época,
con temperatura de juntura elevada a 175 °C. Hoy lo produce Infineon (y Vishay como SiHFP250N).

c) STW33N20 - SGS-Thomson (datasheet oct. 1997). Disefio europeo propio sobre tecnologia
planar "avalanche rugged", 100 % ensayado en avalancha con datos repetitivos a 100 °C,
caracterizacion orientada a aplicacién. Descontinuado por STMicroelectronics.

2. Tecnologia de die (pastilla de silicio)

2.1 IRFP250 Harris (linaje RCA TA9295)

Die VDMOS planar de celdas cuadradas de disefio RCA, dimensionado con criterio conservador: die
grande para 0,085 Q max, lo que le da 33 A continuos, area de operacién segura extendida y excelente
capacidad de avalancha (su datasheet destaca el 6xido de compuerta robusto y la menor corriente de
fuga). Al ser un die generoso operando lejos de sus limites, es un dispositivo muy tolerante al abuso
térmico; de ahi su reputacidén en reparacién de fuentes y amplificadores profesionales. Transferencia
lineal declarada explicitamente como caracteristica ("linear transfer characteristics"), rasgo valorado en
etapas de salida de audio.

2.2 IRFP250N (HEXFET 5.2 generacion)

Filosofia opuesta: die mas chico por cada ohm de RDS(On) (objetivo declarado de la 5.2 generacién:
"extremely low on-resistance per silicon area"). Consigue 0,075 Q méax (0,052 Q tip. en la versién
Fairchild) con menor capacidad de entrada (Ciss =~ 2160 pF) y conmutacién mas rapida, y compensa el
die reducido subiendo T, max a 175 °C (de ahi su Ptot de 214 W). El costo del die chico es menor margen
térmico real por unidad de drea y una zona de operacién lineal mas angosta: para conmutacién es
superior al IRFP250 clasico; para operacion lineal (audio clase AB, fuentes lineales) el die grande de la
generacién anterior suele preferirse.

2.3 STW33N20 (planar avalanche-rugged de SGS-Thomson)

El die eléctricamente mas grande de los tres: CiSS de 3500 pF tip. (4500 max) y transconductancia
sobresaliente, P de 10 S min y 22 S tipica — el doble que sus competidores. Tecnologia planar en
malla con clasificacién de avalancha garantizada por disefio (EAS = 600 mJ, ensayo 100 % en linea). Gran
area activa: muy lineal y de baja resistencia térmica ( = 0,66 °C/W), pero el mds pesado de excitar

RthJC
en compuerta (Qg hasta 160 nC).

3. Tabla comparativa de parametros



Parametro IRFP250 Harris IRFP250N (IR, 5.2 gen.) STW33N20
SGS-Thomson

200V 200V 200V
ID continua (25 °C) 33A 30A 33A
ID continua (100 °C) =21A 21 A 20 A
RDS(on) max (Vgg=10V) 0,0850Q 0,975 _Q (0,052 tip. 0,085 Q (0,073 tip.)
Fairchild)
P.ot (25 °C) 180 W 214 W (TJ 175 °C) 180 W
TJ max 150 °C 175 °C 150 °C
9. =~ 9 S min 17 S min 10 S min /22 S tip.
Cics tip. =~ 2600 pF =~ 2160 pF 3500 pF (4500 max)
Qg max ~ 150 nC 123 nC 160 nC (110 tip.)
EAs (avalancha, pulso clasificado (ver datasheet) clasificado (fully avalanche 600 m]
unico) rated)
VGS(th) 2-4V 2-4V 2-4V
Rth]c = 0,69 °C/W 0,7 °C/W 0,66 °C/W
Encapsulado TO-247 TO-247AC TO-247
Linaje del die RCA TA9295, celdas HEXFET 5.2 gen., die Planar malla ST, die grande
cuadradas, die grande compacto
Estado comercial NOS Activo (Infineon / Vishay) NOS (descontinuado)
(Harris=Intersil-Fairchild,
descont.)

Los valores del STW33N20 provienen del datasheet SGS-Thomson de octubre de 1997; los del IRFP250N, de los
datasheets IR/Infineon vigentes. Los valores marcados con = para el Harris son los de su hoja de datos
(Harris/Intersil/Fairchild) y pueden variar levemente segtn la revision.



4. Aplicaciones a las que estan tedricamente dirigidos

IRFP250 Harris: su datasheet lo orienta a reguladores y convertidores conmutados, drivers de motores
y relés, y excitacién de transistores bipolares de potencia. En la practica fue muy usado en
amplificadores de audio profesional y automotor de los "90 (etapas de salida y fuentes conmutadas
DC-DC), donde el die RCA de transferencia lineal y gran robustez resulté ideal.

IRFP250N: pensado para SMPS de alta eficiencia, UPS e inversores donde mandan la conmutacién
rapida y la baja pérdida de conduccién. Es el reemplazo moderno "de catalogo" del IRFP250, con la
salvedad de que en circuitos lineales o en equipos disefiados alrededor del die clasico puede requerir
reajuste de bias y no siempre aparea bien con unidades antiguas.

STW33N20: SGS-Thomson lo dirigié explicitamente a conmutacién de alta corriente y velocidad, drivers
de solenocides y relés, convertidores DC-DC e inversores DC-AC, fuentes de telecomunicaciones y
accionamientos industriales de motores. Su I excepcional (22 S tip.) y su gran die lo hacen ademas un
candidato sobresaliente para etapas lineales y paralelo de dispositivos, siempre que el driver pueda con
sus 3500-4500 pF de entrada.

5. Lectura comparada

Conduccion: el IRFP250N gana en RDS(On) garantizado (0,075 Q) gracias al proceso de 5.2 generacién; el
STW33N20 lo iguala practicamente en valores tipicos (0,073 Q) con un die de tecnologia de 1997.

Conmutacion: el IRFP250N es el mas rapido de excitar (menor C,__y Qg); el STW33N20 el mas lento; el
Harris queda en posicién intermedia.

Operacion lineal / audio: el orden se invierte: el STW33N20 (gfS 22 S, die grande) y el Harris
(transferencia lineal, die conservador) superan al IRFP250N, cuyo die compacto estd optimizado para
llave, no para zona lineal.

Robustez térmica y de avalancha: los tres estan clasificados en avalancha. El IRFP250N declara la
mayor Ptot (214 W) pero sobre TJ de 175 °C; a igualdad de temperatura de trabajo, los dies grandes del

Harris y del ST ofrecen més margen real y mejor RthJC (0,66 °C/W el ST).

Reposicion: los tres son intercambiables pin a pin (G-D-S, TO-247) en la mayoria de las aplicaciones de
conmutacién de baja frecuencia. En amplificadores o fuentes ajustadas al dispositivo original conviene
respetar el linaje: NOS Harris para equipos que montaban Harris/RCA, y verificar bias y estabilidad si se
sustituye por IRFP250N.

Documento de referencia técnica elaborado a partir de datasheets de Harris Semiconductor / Intersil / Fairchild (IRFP250,
ex TA9295), International Rectifier / Infineon (IRFP250N) y SGS-Thomson (STW33N20, oct. 1997). Agosto 2026.



